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１．概要（Summary） 

MEMS デバイス開発のノウハウを学ぶため、ピエゾ抵

抗式の 3軸加速度センサの試作をおこなった[1-4]。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

エッチングチャンバー、シンター炉、両面アライナ露光装

置一式、レーザ描画装置、中電流イオン注入装置、ラン

プアニール装置、芝浦スパッタ装置、住友精密 TEOS 

PECVD 装置、DeepRIE 装置#1、アルバックアッシング

装置、プラズマクリーナー、ダイサ、ワイヤボンダ、Dektak

段差計、デジタル顕微鏡 

【実験方法】 

 3軸ピエゾ抵抗式加速度センサ（Fig. 1）を以下 6ステッ

プから作製した。なお、基板は SOI ウエハを用いた。 

①パターニング用のマスクをレーザ描画装置を使用して

作製した（Crマスク 4枚、EMマスク 3枚）。 

②アライメントマークをDeepRIE装置を使用してウエハ上

にパターニングした。 

③ウエハ上に配線素子とピエゾ抵抗素子をイオンインプラ

ンテーションによって形成した。なおインプラ後、配線

素子では拡散層を広げ抵抗値を低くするためRTAを、

ピエゾ抵抗素子ではイオン活性化のためランプアニー

ル処理をおこなった。 

④表面保護のためTEOSを成膜した後、コンタクト用の貫 

通穴を設け、Alをスパッタリングすることによって導通の 

 

Fig. 1 Top view and schematic view of designed 

piezoresistive accelerometer. 

   

Fig. 2 Photograph of fabricated three-axis 

piezoresistive accelerometer on circuit board. 

 

確保とワイヤボンダ用のパッドを形成した。 

⑤DeepRIE装置を使用してはじめに活性層のエッチング、

次に支持層、BOX層のエッチングをおこなった。 

⑥ウエハをダイシングした後、作製したセンサを基板に接

着しワイヤボンダによって配線取り出しをおこなった。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製し回路基板に実装した加速度センサをFig. 2に示

す。今後は評価を行いシミュレーション結果と比較したい。 
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